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17622-17628, 2018.  

A13. Chang-Chien Wong, Sheng-Po Chang*, Ching-Hsiang Tseng, Wei-Shou Chen, Shoou-Jinn Chang, “Diffusion 
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6, pp. Q108-Q111, 2018.  
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A21. Wei-Lun Huang, Ming-Hung Hsu, Sheng-Po Chang*, Shoou-Jinn Chang, Yu-Zung Chiou, “Indium gallium oxide thin 
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A31. Wei-Lun Huang, Yong-Zhe Lin, Sheng-Po Chang*, and Shoou-Jinn Chang, “Investigation of Conductive Mechanism of 
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C1. 100 年度國科會計畫-利用熱氧化法於氮化鎵基板成長單斜氧化鎵奈米線並且應用於solar-blind 紫外光檢測器與氣

體感 (NSC 100-2221-E-006-168；2011/08/01~2012/07/31) 主持人 

C2. 101 年度國科會計畫 -高性能氧化銦鎵鋅系列氣體感測器與光電晶體之研究  (NSC 101-2221-E-006-139；

2012/08/01~2013/07/31) 主持人 

C3. 102 年度國科會計畫-以異質磊晶方式原位成長二族氧化物與三族氮化物材料應用於化合物半導體元件之研究 

(NSC 102-2221-E-168 -027；2013/08/01~2014/07/31) 共同主持人 

C4. 103 年度科技部計畫 -使用自組裝單層分子膜製程進行表面修飾之氧化鋅系列紫外光感測器  (MOST 

103-2221-E-006 -098；2014/08/01~2015/07/31) 主持人 
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106/07/31) 主持人 
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C8. 107 年度科技部計畫-以磁控濺鍍法製備高性能之無鋅/鎵薄膜電晶體及其改善與應用 (MOST 107-2221-E-006- 
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應用 (MOST 110-2218-E-006-025 -MBK；110/05/01～111/04/30) 執行成員 


